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Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa¬
rzania układów półprzewodzących elektrod ta¬
kich jak tranzystory i diody krystaliczne zawie¬
rające półprzewodnikowy elemient składający
się na przykład z germanu lub krzemu, z któ¬
rym spojona jest przynajmniej jedna elektro¬
da składająca się ze stopu alumiinium i z przy¬
najmniej jeszcze jednego silnika.

Wytwarzanie takich układów uskutecznia się
przez wykonanie małych elementów, na przy¬
kład w postaci kulek ze stopu zawierającego
aluminium i następnie spajania ich z elementem
półprzewodnikowym.

Takie stopy, nawet jeśli zawierają bardzo
małą ilość aluminium, nie przywierają zada¬
walająco do elementów półprziewodzących,
prawdopodobnie wskutek natychmiaistowego po¬
krywania się tych stopów przy zetknięciu z tle¬
nem, cienką warstwą tlenku glinowego.

Zadaniem wynalazku jest wytwarzanie w pro-
(rty sposób elektrod zawierających aluminium.

Wynalazek opiera się na zjawisku, że łatwiej
jest spowodować spojenie siię aluminium lub
jego stopu z metalem lub stopem już spojonym
z elementem półprzewodzącym, niż z samym
elementem półprzewodzącym.

Według wynalazku, najpierw stapia się z e-
lementem półprzewodzącym drugi składnik elek¬
trody, po czym aluminium albo jego stop na¬
kłada się na drugi składnik i zespala się z nim.
Aluminium może być czystym metalem lub
w postadi stopu z innym piierwftasitkiem. Ilość
aluminium lub jego stopu dodanego w ten" spo¬
sób może być tak mała, że stosunek aluminium
do ostatecznie wytworzonej elektrody jest
mniejszy niż 5°/o.

Aluminium lub jego stop nakłada się naj¬
korzystniej w postaci drobnego proszku, roz¬
proszonego w środowisku wiążącym. Przed na¬
łożeniem aluminium lub jego stopu, drugi skład¬
nik stopiony z elementem półprzewodzącym do¬
prowadza się do stanu stałego przez ochłodzenie
go. Taki sposób postępowania umożliwiła', że
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tto46 dodan&go' altińDiiiiuni może wahać się
w stosunkowo szerokich granicach.

Poniżej są opisane dwa przykłady wykonania
sposobu wytwarzania układu półpirzewodzącyeh
etekjrod według wynalaizku.

Plg. 1 do 5 uwidacznia poprzeczne przekroje
tranzystora w kolejnych etapach jego wyko¬
nania. *

Na półprzewodnikowym elemencie 1, składa¬
jącym się z germanu typu n posiadającego wła¬
ściwą oporność 3Q on i grubość 150 mikro¬
nów, jeslt umieszczona ołowiana kulka 2 (fig. 1).
Następnie części te spaja się ze sobą w uchwy¬
cie (nie przedstawionym na rysunku), w tem¬
peraturze 600°C, wskutek czego wytwarza się
zespojony element 3 (fig. 2), składający się
z ołowiu z zawartością małej ilości geirmanu.

Po odwróceniu spojonego elementu 3, po¬
wyższy zabieg zostaje powtórzony na drugiej
stronie elementu 1 (fig. 3).

Następnie mała ilość sproszkowanego alumi¬
nium 4, rozproszonego w stosunku 40 g alumi¬
nium w roztworze 20) g metakrylanu w 100 c3
ksylenu, nakłada się na oba elementy, przy
czym ilość nałożonego rozproszonego aluminium
nlie jest krytyczną.

Po ulotnieniu się ośrodka wiążącego, całość
zostaje znów nagrzana do temperatury 750°C.
Wytworzone elektrody 5 (fig. 5) ipo ostygnięciu
zawierają taką ilość aluminium, że stanowią
'połączenie z półprzewodzącym elementem 1.
Ponadto niieprostownicze połączenie 6 składa¬
jące się z drutu niklowego może być nałożone
na element 1 w zwykły sposób za 'pomocą spo¬
iwa 7.

Utworzony w ten sposób tranzystor, w któ¬
rym jedna z elektrod 5 może być stosowana
jako elektroda emitująca, druga zaś jako elek¬
troda zbiorcza tranzystora, których funkcje mo¬
gą być na życzenie zamienione. Połączenie 6
■może być stosowane jako zasadnicze połączenie
tranzystora. W przypadku zastosowania poten¬
cjału między jedną z elektrod 5, użytą jako
elektroda emitująca, a zasadniczym połączeniem
6 w kierunku przewodzenia między elektrodą
emitującą a półprzewodzącym elementem,
sprawność emitowania będzie znaczna. Przez

określenie sprawności emitowania oznacza sdę
stosunek między liczbą nośników ładunku, wy¬
chodzących z narządu emitującego do elementu
półprzewodzącego (w tym przypadku otworów
dodatnich), a główną liczbą nośników ładunku,
przechodzących przez połączenie prostownicze
między elektrodą emitującą a elementem pół-
przewodizącym.

Stosuje się również inny podobny sposób
w którym sproszkowane aluminium zastępuje
się proszkiem składającym się z 28%> aluminium
i 72% srebra, przy czym proszek ten topi się
w temperaturze około 500°C, który może być
spojony z ijiuż spojonym składnikiem 3 w tem¬
peraturze cokolwijek wyższej, niż temperatura
topnienia tego proszku na przykład w tempe¬
raturze 600°C. —~

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób wytwarzania układu półprzewodzą-
cych elektrod, takich jak tranzystor albo
dioda krystaliczna, która zawiera element
półprzewodnikowy, z którym spojona jest
przynajmniej jedna elektroda, składająca się
ze stopu aluminium i przynajmniej jednego
innego składnika, znamienny tym, że naj¬
pierw stapia się z elementem półprzewo-
dzącym drugi składnik elektrody (np. metal
lub jego stop) z elementem półprzewodni¬
kowym, po czym aluminium lub jego stop
nakłada się na drugi składnik i zespala
z nim.

2. Sposób według zastrz. 1, znamóenny tym, że
aluminium lub'jego stop sitosiuje się w posta¬
ci miałkiego proszku, rozproszonego w śro¬
dowisku wiążącym.

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym> że
drugi składnik elektrody stopiony z elemen¬
tem półprzewodzącym doprowadza się do
stanu stałego przez jego ochłodzenie, zanim
zastosuje /się spojenie aluminium' albo jego
stopu z już spojonym elementem półprzewod¬
nikowym.
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